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はじめに 

近年、新しい光ネットワーク方式としてノード部分

ではO/E変換を行わないルーティング方式が注目され

ており、そのために高速・低消費電力・大規模な光ス

イッチ網が必要とされている。[1] その中で、ネット

ワーク規模の拡大とともに多ポート光スイッチの開発

が急務と考えられている。 

ここでは、我々がこれまでに検討をしてきた高速

InAlGaAs/InAlAs マッハツェンダ型光スイッチ[1][2]に

ついて規模の拡大を試み、ノンブロック 8×8構成を作

製したので報告する。 

作製素子 

ノンブロック 8×8光スイッチ網を実現するために、

Fig1に示すような偏光無依存動作を目指したハイブリ

ッド導波路マッハツェンダ型 2×2光スイッチを、Fig.2

のように 8段 28個を接続することで構成している。2

×2 スイッチの構成として、3dB カプラとして 2 つの

ハイメサ導波路の MMI とミドルメサ導波路の移相領

域からなっている。[3] 今回ステッパー露光・絶縁膜

のドライエッチングなどを用いた高精度プロセスの採

用により低損失化と作製精度の向上を図った。[3] な

おアクセス導波路まで含めた全体の素子長は約 12mm

である。 

素子特性 

入力ポート#6 からの入力光に対し、28 個のうち

No.12の光スイッチ（SW12）への注入電流に対する出

力ポート#3’→#7’へのスイッチング静特性をFig.3に示

す。出力特性としては約 15dB 以上の消光比、両ポー

ト間では約-10dB 以下のクロストーク、13ｍA 程度の

スイッチング動作電流が得られた。消光比やクロスト

ークには偏光依存性が見られるが、スイッチング電流

では偏光依存性がほとんど無かった。 
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Fig.3 スイッチング静特性(SW12, 入力#6_出力#3’→#7’) 

 

 

 

Fig.2 ノンブロック 8x8ポート光スイッチ網構成 

 

Fig.1ハイブリッド導波路 2x2光スイッチ素子構造 
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